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１．概要（Summary） 

省電力大容量メモリの実現を目指して、磁性ナノワイヤ

の研究を行っている。これは磁性ナノワイヤ上に磁壁をデ

ータとして形成し、電流で記録した磁壁を移動するメモリ

である。我々は壁駆動に必要な電流密度の小さな材料と

してアモルファス TbFeCo 合金が優れていることを報告し

てきた[1]。この磁壁を電流で駆動するための評価試料作

成には磁性細線上への電極形成が必要であり、本ナノプ

ラットフォームのマスクレス露光機が有効である。このマス

クレス露光機で電極を形成した磁性ナノワイヤにおける電

流磁壁駆動の評価結果を報告する。 
 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 

電子ビーム（金属）蒸着装置、シリコン専用の各種熱処

理（酸化、拡散）装置一式、エリプソメーター、表面形状測

定器（段差計） 
・実験方法 

Si 基板上にレジストを塗布し、電子線露光装置を用い

てナノワイヤ形状を露光および現像を行う。次に、この試

料を超高真空マグネトロンスパッタ装置にセットし、アモル

ファス TbFeCo 合金を 10 nm、保護膜として Pt を 2 nm
製膜する。更にマスクレス露光機で電極パターンを形成し、

電極を蒸着法で形成した。この試料を偏光顕微鏡にセッ

トし、磁区像を観察できる位置までステージ高さを調整す

る。外部磁界を印加し、磁界が磁性ナノワイヤの保磁力

以上になると初期磁化状態は消失する。ここに先と逆向き

の外部磁界を印加しながら青色レーザーを照射するとナ

ノワイヤ上に記録磁区を形成できる。すなわち、磁区の両

端には 2 枚の磁壁を記録したことになる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製した試料の電極から電流を印加すると、Fig. 1 のよ

うに磁壁を駆動する事ができた。2 枚の磁壁は電流と同方

向に移動した。すなわち記録磁化状態を電流方向に移動

する事ができた。これはメモリ動作の基本動作である。磁

壁の移動方向は電子のスピントルクとは逆向きであり、保

護膜として利用した Pt 層から流入するスピン流が作るスピ

ンホール効果の影響と考えることができる。今後は、この

磁壁駆動が膜厚や面内外部磁界によってどのような影響

を受けるのか明らかにしたい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Domain observation results (a) Intial image of 5 
magnetic nanowires (b) Shifted domains along to short 
pulse current. (c)  The differential image between (a) 
to (b). These images are observed by polarized optical 
microscopy. 
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